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Tématem predlozené diplomové prace je zavedeni techniky rastrovaci tunelové spektroskopie
(STS) v laboratofi rastrovaci tunelové mikroskopie (STM) pracovni skupiny tenkych vrstev
KFPP MFF UK a praktické ovéfeni této techniky na modelovém systému Ag/Si(111)-7x7.

V teoretické Casti prace autor uvadi zakladni informaci k technikdm STM a STS. Podrobnéji
se autor vénuje otazce, jak ziskat z méfeni voltampérové (I/V) charakteristiky tunelového
kontaktu kiivku zavislosti lokalni hustoty elektronovych stavii vzorku (LDOS) na energii
elektrond. Piehled pouzitych metod je doplnén piehledem literatury vztahujici se
k experimentalné studovanym systémtm Si(111) —7x7 a Ag/Si(111)-7x7.

V experimentalni ¢asti prace autor predstavuje pocitacovy program, ktery vytvoril pro
zpracovani experimentalnich dat z STS méfeni. Program obsahuje osvéd¢enou implementaci
numerického vypoétu LDOS z I/V charakteristik a zna¢né usnadnuje zdlouhavé zpracovani
bodovych i prostorovych STS méfeni. Dale autor popisuje pripravu vzorki, na kterych byla
technika STS ovérena.

Uspé&sné zavedeni techniky STS metody autor dokazuje na bodovych méfenich LDOS, ktera
provedl na ¢istém povrchu Si(111)-7x7 a na rizné velikych ostriveich Ag na tomto povrchu.
Kiivky LDOS ziskané na ¢istém povrchu jsou reprodukovatelné a srovnatelné s vysledky
jinych skupin. Méfeni LDOS na Ag ostrivcich je piivodni, autor pozoruje posun energie
obsazenych povrchovych stavii k niz§im energiim pro ostriivky Ag s rostoucim poctem Ag
atomi. Pro nejvétsi Ag ostruvky autor pozoruje vznik zakazaného pasu v LDOS. Diskusi
zajimavych experimentalnich vysledkt autor bohuzel omezuje na minimum s odvolanim na
nedostatek dopliujicich informaci k jejich vyhodnoceni.

Prace je napsana stru¢nym informativnim stylem. Text je misty zkratkovity, coz znesnadiiuje
¢teni nékterych dilezitych pasazi, napi. v kapitole 4.4 o méfeni dI/dV charakteristik a
v kapitole 5.2.2 o zpracovani dI/dV kiivek. Nékolik formélnich nedostatk(i velmi znesnadiiuje
sledovani ziskanych experimentalnich dat v kapitole 6. V praci chybi explicitni schéma pozic
na povrchu Si(111)-7x7, ve kterych bylo méfeni LDOS provadéno. Autor v textu pouZiva
standardni notaci pro oznaceni pikii v LDOS spektrech na povrchu Si(111)-7x7, chybi ale
ozna¢eni piki v grafech. Autor nezmifiuje, jakym zpiisobem provedl fitovani poloh piki,
zv1ast u pik malo zfetelnych jako U, v grafu 4 nebo S, v grafu 5.



Pies uvedené nedostatky je ziejmé, Ze autor vyznamné piispél k zavedeni a rozvoji techniky
STS na KFPP. Experimentdlni a numerické techniky, které v ramci své diplomové préace
aspésné odzkousel, byly pouzity v né&kolika pracich publikovanych v impaktovanych
¢asopisech. Piedlozenou diplomovou praci proto doporucuji k obhajobé. Navrhuji hodnoceni
znamkou 2.

V Praze dne 13. 5. 2008

Otazky k obhajobé¢ diplomové prace:
1) Z ¢eho se odvozuje energie elektront pfi méfeni LDOS pomoci STS?

2) Podejte kvalitativni vysvétleni vzniku zakdzaného péasu v tunelovém spektru vzorkl
Si(111)-7x7 s vysokym pokrytim Ag.



